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 : thời gian sống phát xạ  
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AChE : acetylcholinesterase  

AET : 2-aminoethanethiol 

Acceptor : chất nhận 

ATCh : acetylthiocholine  

Donor : chất cho 

FE-SEM : kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường  

FWHM : độ bán rộng phổ  

HDA : hexadecylamine  

M : mol/lít 

ML : đơn lớp 

MPA : 3 - mercaptopropionic acid 

MPS : mercaptopropyltris(methyloxy)silane  

nm : nano mét  

OP : organophosphorus 

PMMA : poly(methyl methacrylate) 

ppm : phần triệu 

ppb : phần tỉ 

QY : hiệu suất lượng tử huỳnh quang 

TCh : thiocholine 

TEM : kính hiển vi điện tử truyền qua  

TEOS : tetraethyl orthosilicate  

TMAH : tetramethylammonium hydroxide trong methanol 

(TMS)2S : hexamethyl disilthiane  
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